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1. 序論 
我々は，アモルファス Si(a-Si)基板への

ホット C＋イオン注入により SiC ドット

が形成され，PL 発光することを報告して

きた[1].  
今回,a-Si 及び poly-Si 基板へのホット

C+イオン注入による SiC ドットの形成の

C+ドーズ依存性について検討したので

報告する. 
 

2. 実験 
 a-Si(50nm)及び poly-Si 基板へのホット

C+イオン注入を行い,SiC ドットを形成し

た .C+ドーズ量 (DC)は 1×1016cm-2 から

6×1016cm-2 まで変化させ,イオン注入温度

は 600℃である.その後,結晶性を回復さ

せる為,温度 1000℃にて N2 アニール処理

を行った.PL スペクトルは,3.8eV 励起レ

ーザーを用いて室温にて測定した. 
 
3．結果及び討論 
図 1 は a-Si の PL スペクトルの N2アニ

ール後のDC依存性である.PLスペクトル

に大きな DC による変化が存在している

ことが分かる . また最大 PL 強度は

DC=2×1016cm-2 が最適であるということ

が分かった. 
図 2 は,各基板構造における最大 PL 強

度の DC依存性を示している.a-Si は Poly-
Si に比べて、低い DCで PL 強度増大して

いることが確認された. 
結論として Poly-Si に比べて a-Si は最

大 PL強度実現のための最適DCは低いこ

とが分かった.本研究は Si 系光デバイス

に応用が期待できる． 

 

 っっっ 
図 1. a-Si における N2アニール後の PL スペ

クトルの DC依存性 

 
図 2. a-Si,Poly-Si の最大 PL 強度の DC依存

性 
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